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ABSTRAK 

 

Redaman dan derau akan selalu muncul pada setiap informasi yang 

dikiriman yang umumnya tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, pada sistem 

penerima diperlukan penguat sinyal yang berderau rendah (low noise amplifier), 

yang disebut LNA.  

Pada Tugas Akhir ini, direalisasikan sebuah prototipe Penguat Derau 

Rendah yang bekerja pada frekuensi tengah 1800 MHz. Pada penguat ini, 

digunakan transistor BFR96TS sebagai komponen utama yang mempunyai 

penguatan (gain) maksimum 4.275 dB. Besarnya penguatan juga ditentukan oleh 

rangkaian prategangan, karena rangkaian ini menentukan titik kerja transistor agar 

dapat bekerja dan menghasilkan penguatan yang stabil. Untuk penyesuai 

impedansi digunakan saluran mikrostrip tunggal seimbang. 

Besarnya penguatan dari realisasi alat ini sebesar 1.55 dB terjadi pada 

frekuensi 1.78 GHz, bergeser 20 MHz dari perancangan. Nilai VSWR input 

sebesar 1.96, lebih kecil daripada nilai VSWR output yaitu sebesar 2,59. Hal ini 

terjadi karena adanya redaman yang diakibatkan tidak tepatnya penyesuaian 

impedansi input ataupun impedansi output dari transistor, atau tidak tepatnya 

dimensi dari saluran mikrostrip yang digunakan untuk penyesuaian impedansi. 
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ABSTRACT 

 

The attenuation and noise always appear when information is transmitted 

and it generally can not be eliminated. Therefore a low noise amplifier (LNA) is 

needed in the receiving system to amplify a low noise signal. 

 For this final project, a prototype of the Low Noise Amplifier which is 

operated at centre frequency of 1800 MHz was developed.  This amplifier uses 

BFR96TS transistor as the main component which has maximum gain of 4.275 

dB. The DC biasing circuit is used because it determines the working point of the 

transistor and produced a stable gain. The single stub microstrip line is used for 

the matching impedance. 

The prototype produced a gain of 1.55 dB at a frequency of 1.78 GHz 

which was 20 MHz different from the design value. The VSWR input of 1.96 was 

smaller than VSWR output of 2.59. An explanation for this is either the input 

impedance or the output impedance of the transistor not exactly matching the 

impedance of the microstrip used. 
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